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) Verfahren zur Echtheitserkennung von Datentragem 

) Verfahren zur Echtheitserkennung eines zu einem Daten- 
austauochsystem gehdrenden Datentrigers, der zumindest 
eine einen nichtflQchtigen Spelcher und deasen Steuer- und 
Adreasierachaltung biidende Integrierta Schaltung enthitt 
wobe! be! dem Datenaustauachayatem mittelB einar Datan- 
eln-/au8gabeoinHchtung (15) Daten aua dam Datentrfiger 
lesbar und in dieaen einachreibbar alnd, wobel die Datanein- 
/ausgabeeinrichtung (15) zur Veraorgung dea DatentrSgera 
mit Betrieba- und Steueralgnalen auagebildet iat, wobei die 
integrierte Schahung ein zuafitzllchea Bauelement (4) ent- 
hdtt und zur Echtheitaerkennung dea DatentrSgera eine 
analoge veranderbare phyaikaliache KenngrdBe dea zuaitdi- 
Chen Bauelementea von der Datenein-/ausgabeeinriehtung 
(15) gemessen und auagewertet wlrd, 
dadurch gekennzeichnet, 

daE aia phyaikaliache Kenngrofie die Spannung an eInem 
analogen Auagang dea zuaatztiehen Bauelennentea (4) ge- 
meaaanwird, und 

daS wahrend dea Mefivorganga eine der Betrtebaapannun- 
gen dea zuaatzlichen Bauelementea (4) verftndart wird. 
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Beschii&ung unter variablen PraiDedingungen meBbar zu machen, 

mufi also entweder echt sein oder sie ist durch eine 

Die Erfmdimg betrifft ein Verfahren nach dem Ober- echte Oiipent^ckliing, z. B. durch Nachbau des Origi- 

begxjffdesPatentanspruchsl. nalchips zustande gekommeiL Im Normalfall ist aber 

Zur bargeldlosen Bezahlung von Waren oder zum 5 eine derartige CMpentwickiung fOr einen nicht autori- 

Abrechnen von Dienstleistungen und Shnlidiem and siertenBenutzerpraktischausgeschlossen. 

datengesteuerte Zahlungssysteme in Form von Daten- Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Aus- 

austausch^temen bekannt» die bdspielsweise in der fOhrungsbeispiels mit Wit von drei Figuren niher er- 

EP-0 321 728 beschrieben sind. lautert Es zeigen: 

Zur Editheitserkennung von Speicherdiips, insbeson- 10 Fig. 1 ein Prinapsdudtbild dner erfindungsgemUen 

dere bei Verwendung in tragbaren Itetentrageranord- Anordnung. 

nungen von Datenaustausd^ystemen* kann zwischen Fig. 2 den zeidicfaen Verlauf der Bnsatzspanntmg ei- 

Datenaustausdi- md KontroUbetrieb umgeschaltet nerl^-PROM-Speicherzelle. 

werden*wobeiinsbesonderedieSignallau&:eitderKon- Fig. 3 die Abhingigkeit der Drainspannung einer 

trolldaten durch eine Bearbeitungsscbaltung als Erken- 15 E^-Speicfaerzelle bei einem erfindungsgemSBen PrQf- 

nungsmerkmal dient GemiS diesem Stand der Tedmik verfahren. 

wird also als Ericennungsmerkmal ernes autorisierten F|g. 1 zeigt zwd interne AnschluBklemmen 1, 2 des 

Kartenchips ein analog realisierter Datenverarbei- tragbaren Datentrager^ weiche fiber einen Sdulter 3 

tungs-Sdidtungsteil be^ispru(±t» dessen kurze Reak- mit dem Gate dner E^-PROM-SpeicherzeUe 4 verbun- 

tionszeit iiber eine programmgesteuerte Simulations- 20 den sind. An der AnschluBklemme 1 kann dabei die 

schaltung schwer nadivolbdehbar ist Auch eine Hard- Programmierspannung Upp und an der AnschluBklem- 

waresimulation ist durdi ein derartiges Editheitsmerk- me 2 die L5schspannung aniiegen. An einer weiteren 

mal erheblidi erschwert, kann aber beim heutigen Stand AnschluBklenune 6 ist ebenf alls die Programmierspan- 

der Tedmik nicht ausgesdilossen wenlen. nung Upp abgreifbar, weldie dber emen Schalter 5 mit 

Aus der DE 37 36 882 Al ist ein Verfahren zur Edit- 25 dem DrainansdduB der E^&ddierzelle 4 verbunden 

heitsprOfung eines Datentrigers mit integriertem istDerSourceansdduBderl^PROM-Spddierzelleist 

Schaltlcreis bekannt, bei dem die unterschiedli^en Pro- mit M asse verbunden. Ober die Laststrecke eines MOS- 

grammierzeiten verschiedener EEPROM-Speicherzel- PET 7 ist der DrainanschluB der E^-PROM-Speicherzel- 

len gemessen und auf dem integrierten Schaltkreis ge- le 4 mit einer von aufien zuginglichen AnschluBklenune 

speichert werden. Eine Oberprilfung des integrierten 30 12 verbundea Die Trennung zwischen Speicherchipkar- 

Sdudtkreises erfolgt nun dadurch, daB die Program- te und der AuBenwdt ist durch die ges triche ite Linie 

mierzeiten zu einem beliebigen spateren Zeitpunkt angedeutet Der GateanschluB des MOSFET 7 ist mit 

nochmals gemessen werden und mit den abgespeicher- einer intemen AnsdduBklemme 8 verbunden. Bd der 

ten vergUchen werden. Der integrierte Schaltkreis wird extemen AnschluBklemme 12 handelt es sich urn einen 

nur bei Obereinstimmung der Daten als echt erkannt 35 Datenausgang. Eine Datenausgangsstufe besteht aus 

Dieses Verfahren setzt jedoch voraus, daB mit ver- dem MOSFET 11, dessen Laststrecke zwischen An- 

tretbarem Aufwand meBbare Untersdiiede zwischen schluBklemme 12 und Masse geschaltet ist Der Gatean- 

verschiedenen EEPROM-Zellen bestehen, was bei heu- schluB des MOSFET 11 ist mit emer intemen AnsdiluB- 

te zur Verfugung stehenden Technologien immer weni- klemme 10 verbunden, an weiche ein Datensignal anleg- 

ger der Fall ist AuBerdem andem die Zellen mit der Zeit 40 bar ist Welterhin ist em MOSFET 9 vorgesehen, dessen 

ihre Eigenschaften, so daB echte Chips nach einigen Laststrecke zwischen Masse und GateanschluB des 

Jahren als unecht betrachtet werden kdnnen. MOSFET 1 1 geschaltet ist Der GateanschluB des MOS- 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es ein Ver- FET 9 ist ebenfalls mit der intemen AnschluBklemme 8 

fahren zur Echtheitserkennung anzugeben, welches eine verbunden. Mit 15 ist die exteme Datenein-ZDatenaus- 

HardwaresimulationweitgehendausschlieBt 45 gabeeinrichtung bezeicfanet Mit 13 ist ein Pullrup-Wi- 

Diese Aufgabe wird durch den kennzeichnenden Teil derstand dargestellt, der zwischen einer Versorgungs- 

des Anspmchs 1 bzw.desAnspruchs9gelastWelterbil- spannungklemme 14 und der AnschluBklemme 12 ex- 

dungen sind Kennzeichen der Unteransprucbe. tern geschaltet ist Dieser ist meistens m der extemen 

Eine Hardwaresimulation von Kartenchips auf Schreib-ZLesestationintegriert 

Scheckkarten groBen Platinen, die ein Kartenleser nicht 50 In Fig. 2 ist prinzipiell der zeitliche Verlauf der Ein- 

von echten Karten unterscheiden kann* muB sich auf satzspannung nach einem Programmiervorgang mit X 

standardmaBig verfugbare elektronische Bauteile und dargestellt Zum Zeitpimkt tO sei angenommen, daB die 

mtegrierte Schaltungen abstfitzen, sofera nicht eine ei- E^-Speicherzelle programmiert ist Wahrend der Zeit- 

genstlndige Chipentwicklung dahinter steht Program- dauer tO bis tl wird dann die Speicherzelle geldscht 

mierbare integrierte Schaltungen wie z. B. PLA's, Gate- 55 Wahrend des Zeitpunkts tl bis t2 beflndet sich die Spei- 

arrays usw. lassen sich gnmdsatzlich an die Spezifikati- cherzelle im geloschten Zustand. Wahrend des Zeit- 

on einer Speicherchipkarte anpasssen und kdnnen audi punkts t2 bis tS wiederum wird die Speicherzelle be- 

iiber E^-PROM-Speidierzellen verf ugen. schrieben. Mit A ist die Bewertungsspannungsschwelle 

Vorteil der Verwendung einer E^-Speicherzelle zur bezeichnet Die Abszisse zeigt den zeitlichen Verlauf 

Echtheitserkennung ist, daB ein derartiges Einzelbauele- eo und die Ordinate den Wert der Einsatzspannung. Der 

ment nicht marktgangig ist Insbesondere ist kein derar- schraffierte Bereich B zeigt den Bereich in dem die 

tiges Bauelement bekannt, dessen E^-PROM-Speicher- E^-PROM-Speicherzelle geldscht ist und der Bereich C 

zellen von auBen analog mefibar zugsUigllch sind Auch denjenigen Bereich innerhalb dessen die E^-PROM- 

in eventuellen Hybridanordnungen sind derartige Speicherzelle programmiert ist Der Programnuerzu- 

E^-PROM-Transistoren nicht im Handel erhUtlich. Eine « stand einer E^-PROM-Speicherzelle vom Floating-Ga- 

Chipkarte, die es dem Kartenleser erlaubt Ober eine tetyp, d. L die Einsatzspannung nach einem Program- 

erfindungsgemaBe Echtheitspriiflogik die analoge Ver- miervorgang, hat also eine exponentielle AbhSngigkeit 

schdebung der Einsatzspannung von E^-PROM-Zellen von der Progranmuerzeit Diese wird durch den f eldun- 
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terstQtzten Tunnelstrom bewirkt Solche Kurven k5n- pulsdauer and Kriterien dafOr, daB der gepriifte Daten- 

nen sich durch Verschiebung von Fertigungsparame- trager tatsiddich spezi&di fOr diese PrQfiing, d. h. fur 

tern, durch untersduedlichen Aufbau der Sjpeicherzel- - diese Anwendung bereitgestelit wurde und damit echt 

len Oder unterschiedBche ProzeBfiihnmg verschicben, ist Unterschiedlicbe aber dennoch "echte" DatentrSger 
versteilem oder abflachen. Der gnindsatzliche Zusam- 5 k6nnen bei gegcbener Impulsdauer von z. E 10 )&s be- 

menhang bldbt jedoch bei fast alien P-PROM-Zellen reits nach wenigen Impulsen oder aber audi tlberfiaupt 

erhalten. Die Ldtfafaigkeit der Spddierzellen laBt sidi nidit reagieren. beispiclsweise wenn die interne Pro- 

im Bereidi kuner Progranunierdauem durdi ver- grmmierspannung durdi interne Impulsfbnnung eine 

gleichsweise geringe Programmierdauenmtersdiiede groBeAnsti^gsdaueralsTotzdthat 
stetsdiarakteristischverandOTL 10 Fig. 3 verdeutfidit dnen erfindungsgemaBen Vor- 

Durdi die erfindungsgemiBe Anordnung gemaB gang des Verfahrens. Die vier iibereinander dargestdl- 

Fig. 1 Mt sich diese Charakteristik von auBen ennittehi ten Teilfiguren zeigen Verliufe der Einsatzspannung 

und bewerten. liegt am AnscUuB 8 dn logisdies "0"-Si- UT und der Drainspannung UD in Abh^ngij^eit von 

gnal an, so sperren die MOSFETs 7 und 9. Dies ist der Impulsen a und Inq>ulsen b. FOr alle Teilfiguren g^t die 
Normalzustand des DatentrSlgers in der kerne Edit- 15 gleiche Zestachse ^ dh. daB der zdtlidie Verlauf der 

heitsprufung stattfindet In dieser Zeit kann aber auch vier dargestellten Teilfiguren m vertikaler Richtung 

die Einsatzspannung der exfrndungsgemSBen tiberelnstimmt In den unteren beiden Teii^guren sind 

]^-FROM*ZeIle durch Anlegen geeigneter Pipgram- symbolisch mit a kurze Impulse und in der untersten 

mierspannungen graduell versdioben werd^ Teilfigur mit b ISngere Impulse jeweils mit lU 12, 13, 14 

Liegt dagegen am AnschhiB 8 dne lo^sdie 1' an, so 20 dangestellt Mit PI, P2, P3, P4 sind die Intervallpausen 

kann die Bewertung inneihalb der EchtheitsprOfung zwischen den Programmierimpuls^ bezekhnet In d^ 

durchgefflhrt weiden- Dun* eine logisdie T am An- obersten Teilfigur ist die AbhSngigkdt der Einsatzspan- 

schtaB 8 wird der MOSFET 9 leitend und MOSFET 11 nung der E^-PROM-Speicherzdle 4 mit der durdigezo- 

sperrend Dadurch kann keine Datenubertragung mebr genen Kurve fflr die kurzen Programmierimpulse a dar- 

stattfinden.Hingegen wird ebenfalls MOSFET 7 leitend 25 gestellt und mit der gestrididten Kurve der zeitliche 

und der DrainanschluB des E^-PROM-Spddierzelle 4 Verlauf der Einsatzspannung fur den Fall, daB dne Pro- 

wird mit dem extemen AnschluB 12 verbunden. Nun gnunmierimpulsfolge gemiB der untersten Tdlfigur b 

kann der Programmierzustand der E^-PROM-Speicher- verwendet wird In der mittleren Fiugur ist anhand von 

zelle 4 liber die Drainspanmmg der E^-PROM-Speicher- Balkendiagrammen der Wert der Drainspannung der in 

zelle4durchdieextemeDatenein-/ausgabel5ermittclt 30 den Programmierpausen PI, P2, P3 ermittelbar ist, dar- 

werden. Die bendtigten Steuermittel innerhalb des Da- gestdlt Mit der gestrichelten Linie ist dne Schwelle Q 

tenti^gers zum Piogrammieren oder LSsdien der bezeichnet Diese kann das Entscheidungskriterium fOr 

E^-PROM-Spcicherzelle sind nicht dargesteflt eine logische "(f oder eine logisdie T darstdlen. Wie in 

Zum Programmieren wird fiber den steuerbaren der mittleren Teilfigur zusehen ist, wtchst bei Verwen- 

Schalter 3 die Klemme 2 und damit Masse an das Gate 35 dung der lingeren Impulsfolge b die zugehdrige Drain- 

der E^-PROM-Speicherzelle 4 gelegt ZusStzlich schal- spannung Ud zwischen den ersten beiden Impdsfolgcn 

tet der steuerbare Schalter 5 die Programmierspannung sehr schnell an, wohingegen zwischen dem zweiten und 

Upp an den DrainanschluB. Zum Loschen wird fiber den dritten Programmierimpuls die Verandenmg der Drain- 

Schalter 3 die Programmierspannung Upp von Klemme spannung Ud nur nodi gering ist Demgegenfiber ist das 

1 an das Gate gelegt und der steuerbare Schalter 5 40 Verhalten bei Wahl einer kOrzeren Programmierim- 

gedffnet, so daB OV am Drain der E^-PROM-Speicher- pulsfolge mit dem mit a bezeichneten Balken darge- 

zelle anliegea Bei der EchtheitsprOfung wird der Schal- stellt Dieses stellt hier in etwa den umgekehrten Vor- 

ter 5 gedffnet und eine Gatespannung zwischen 0 und gang dar. Zwischen erstem und drittem Programmier- 

3 Voltangelegt impuls ist hier eine relativ schwache Anderung fesmi- 
Eine l^hthdtsprfifung kann beispidsweise vom ge- 45 stellen wohingegen nach dem dritten Progranunierim- 

schriebenen Zustand der Speicherzelle ausgehen, ffir puis ein starker Anstieg der Drainspannung zu verzeich- 

den extern cine Drainspannung nahe 0 Volt feststellbar nen ist Fur die Erfindung ist wesentlich, daB die analoge 

ist Wird fur eine bestimmte Dauer die E^-PROM-Zelle Veranderung des Programmierzustandes der Speicher- 

4 geloscht, so ergibt sich je nach Dauer des Loschvor- zeDe auf einfache Weise durch Zahlen der Program- 
gangs eine charakteristische Drainspannung, welche 50 mierimpulse also quasi digital gemessen wird 

durch die Datenem-Zausgabevorriditung 15 gemessen Zusatzlich kdnnte in einer Weiterbildung der Erfin- 
werden kann. Die Abhangigkeit von der Programmier- dung ein AD-Wandler direkt zwischen Speicherzelle 
dauer laBt sich einf ach fiberprufen, wenn man die Ge- und Datenausgang auf dem Datentriger vorgesehen 
samtdauer in kurze Einzelimpulse von 10 bis 100 \is werden. Die Wandlung der charakteristischen GrdBe 
Dauer unterteilt und in den Pausen den jeweiligen Span- 55 wQrde dann bereits auf dem Datentrager erfolgen. 
nungspegel am extemen Widerstand 13 in Reihe zur Ebenso kdnnte ein Zahler zum Zahlen der Program- 
E^-PROM-Zdle abgreift Wenn nach emigen Loschim- mierimpulse auf dem Datentrager vorgesehen seuL Um 
pulsen sidi die Hnssatzspannung der E^-PROM-Zelle 4 ein groBes Spektrum unterschledlicher Datentrager auf 
der Gate-Lesespannung annlhert, wird sich in entspre- Verlnderbarkeit eines Programmierzustandes zu kon- 
chend der Stromspannungscharakteristik und dem Wi- eo troliieren ist es zweckmtBig, die Einzelimpulsdauer un- 
derstand 13 die Drainspannung leicht meBbar durch die nerhalb der Pulsfolge wahrend eines Testlaufes fortlau- 
Triggerschwelle der Bewertungslogik in der Datenein- fend zu erhohen, um "schnelle" und langsame" Daten- 
/ausgabeeinrichtung 15 verschieben. trager zu erfassen. 

Weist diese Datenein-Zaugabeeinrichtung 15 einen Auf diese Weise sollte es iromer mdglich sein, L5sch- 

AD-Wandler auf, so kann erne Spannungsverinderung 65 oder Schreibvorgange mit einem einzigen Prfifdurch- 

als Eigenschaft der Speicherzelle 4 auch unmittelbar lauf in einem vorgegebenen Fenster der Gesamtprilf- 

f estgestellt werdea Zwischenpegel und flieBend veran- dauer durch analoge Abhangigkeit von Anzahl und 

derbarelmpulsanzahlenbd Veranderung der Einzdim- Dauer der erforderlichen Programmierimpulse als 
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E^PROM spedfisch zu verifiziereiL Es ist jedoch nicht 
. ganz auszuscblieBen, daB dn BetrOger versucht» diese 
analoge Spanntmgsverschiebung auch ohne Verwen- 
dung von E^-PROM-ZeUeo, 2.B. Qber dnen Digital- 
Analog-Wandler zu simulieren. Soldie Simulationen 
lassen sich jedoch vom Terminal, d h. von der Daten- 
schreib-Aeseeinrichtung durch Vorkehnmgen unter- 
scheiden: 

a) Die Bewertungsspamiung am Gate der lo 
E^-PROM-Zelle wird wSlirend des Editheitstest 
charakteristisch abhSngig von der Versorgungs- 
spannung gemacht und damit das Ausgangssignal 
Qber die Versorgungsspannung auf dne Weise be- 
einfluSt, die in einer Simuladon wdtere Probleme 15 
bereitenwurde. 

b) Durch kurzfristiges Abscfaalten der Versor- 
gungsspannung geht die jeweifige Analogausgabe . 
in einem Digital-Analog-Wandler in der Regel ver- 
loren» jedoch bei der erfindungsgemSfien 20 
E^-PROM-Speicherzelle nicht 

c) FaUs die Simulation jedoch eine dgene Batterie 
besitzen soUte. wird wiederum die SpannuQgsab- 
hSngigkelt besonders scfawer zu reaQsieren sein. 

d) StattdemAbsdialten der Versorgungsspannung 25 
konunen auch RESET-Vorg^e, die zwischen die 
einzelnen Progranunierimpulse eingefOgt sind, als 
Stdrung einer analogen Simulation in Frage. 

e) Durdi Venmschung von Schrdb- und L5schim- 
pulsen IMBt sich bei der Bewertung ein iteratives 30 
Verhalten f eststellen, das nur durdi eine E^-PROM- 
Zelle zustande konunt 

Als weitere P-PROM spezifische, analoge Testmog- 
lichkeit kommt natflrlicb auch die definierte Anderung 35 
der Programmierspannung und ilu* charakteristischer 
EinfluB auf die Programmierkurven in Frage. 

SoUte ein nicht autoriaerter Benutzer jedoch eine 
legale, d h. echte Chipkarte nur fur den Vorgang der 
Editheitspriifung verwenden und dann auf eine betrii- 40 
gerische umschalten, so kann m einer Weiterbildung der 
Erfmdung die von der Datenem-Zausgabeeinrichtung 
meBbaren, vom Programmierzustand abhangigen 
Strom-Spannungskennlinien der E^-PROM-Speicher- 
zelle noch uber die im Datenspeicher stehenden Daten 45 
beeinfluSbar sein, so daB bei Anderung des Dateninhalts 
im Speicher des tragbaren Datentragers sich auch das 
analog gemessene Echtheitsmerkmal charakteristisch 
todert In einer praktischen Ausfuhrungsform kdnnte 
beispielsweise jeweils vor AusfOhrung des Echtheits- 50 
tests ein spezlelles digitales Rechenwerk Qber dnen ein* 
fachen Algorithmus vorgeladen werdea Dies kSnnte 
ein Exklusiv-ODER-Netzwerk oder ein kurzes ruckge- 
koppeltes Schieberegister seia Mit den Ausgangszu- 
standen dieser Digitalschaltung lieBe ^ch ein Netzwerk 55 
innerhalb des Echtheitsmerkmals in der Weise verlbi- 
dem, daB entweder der Programmiervorgang selbst 
charakteristisch beemfluBt, d h. verlangsamt oder be- 
schleunigt wird oder aber die Speicherzelle bei unveran- 
derten Programmierablauf mit unterschiedlichen eo 
Strom-Spannungskennlinien bewertet wird Der Pro- 
grammiervorgang einer E^-PROM-Speicherzelle kann 
beispielsweise durch Anderung der Progranunlerspan- 
nung Oder durch VerSnderung einer Totzeit, dh. der 
Anstiegszeitkonstante der Programmierimpulse, be- es 
schleunigt oder verlangsamt werden. Die Bewertung ist 
durch Anderung des Lesepegels oder durch Zu- oder 
Wegschalten von seriellen oder parallelen Strompfaden 



zur E^PROM-Zelle zu beeinfhissea Anstelle einer 
E^-PROM-Speicherzelle, deren Drainspannung bei der 
EchtheitsprOfung erminelt wird, kdnnen natdrlidi auch 
andere Speicherzellen oder integrierbare Bauelemente 
verwendet werden, dlie eine charakteristische analoge 
KenngrdBe aufwdsen, (Ue schwer durch DA-Wandler 
amuliert werden kann. 

PatentansprQche 

1. Verfahren zur Echtheitserkennung eines zu ei- 
nem Datenaustauschsystem gehdrenden Datentra- 
gers, der zumindest eine einen oichtflflditigen Spei- 
cher und dess^ Steuer- und Adresaerschaltung 
bildende integrierte Schaltung enthSlt, wobei bei 
dem Datenaustausch^tem mittels einer Datenein- 
/ausgabeeinrichtung (US) Daten aus dem Datentra- 
ger lesbar und in diesen dnscfafeibbar sind wobei 
die Datendn-Zausgabeemriditung (15) zur Vmor- 
gung des Datentragers mit Betriebs- und Steuersi- 
gnalen ausgd>ildet ist, wobei die integrierte Schal- 
tung ein zusitzlidies Bauelement (4) enthilt, und 
zur Echtheitserkennung des Datentragers due ana- 
loge verinderbare phjfsilslische KenngrdBe des 
zusatzlichen Bauelementes von der Datenein-/aus- 
gabednrichtung (US) gemessen und ausgewertet 
wird 



daB als physikalische KenngroBe die Spannung an 
einem analogen Ausgang des zusatzlichen Bauele- 
mentes (4) gemessen wird und 
daB wahrend des MeBvorgangs eine der Betriebs- 
spannungen des zus&tzlichen Bauelementes (4) ver- 
andertwird 

2. Verfahren nach Ansoruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das zusatzUche Bauelement (4) eine 
E^-PROM-Speicherzelle ist, und daB deren Drain- 
spannung durch die Datenein-Zausgabeeinrichtung 
{!5)ermittekwird 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die EEPROM-Speicherzelle (4) durch 
kurze Einzeliropulse geldscht und beschrieben wird 
und wShrend der L5sch- und Schreibpausen die 
Drainspannung ermittelt wd 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Impulsdauer wahrend des L5- 
schens und Schreibens der Speicherzelle (4) konti- 
nuierlich erhdht wird 

5. Verfahren nach emem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB wShrend der 
Echtheitserkennung die Versorgungsspannung ge- 
andertwird 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB wahrend der 
Echtheitserkennung die integrierte Schaltung des 
Datentragers durch die Datenein-Zausgabeeinrich- 
tung (15) zurQckgesetzt wird 

7. Verfahren nach einem der AnsprQche 3 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB abwechselnd ein 
Schreib- und Ldschimpuls auf die Speicherzelle (4) 
auf gegeben wird 

8. Verfahren nach emem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB wihrend der 
Echtheiuerkennung die Programmierspannung 
vertodertwird 
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